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1 Dieser intemationale vorlaufige PrQfungsbericht wurde von der mit der internationalen vorlaufigen Prufung 
beauftragten Behorde erstellt und wird dem Anmelder gemaB Artikel 36 Qbermittelt. 



2. Dieser BERICHT umfaBt insgesamt 5 Blatter einschlieBlich dieses Deckblatts. 

M AuBerdem lieaen dem Bericht ANLAGEN bel; dabei handelt es sich urn Blatter mit Beschreibungen, Anspruchen 
JSder ZeiS wurden und diesem Bericht zugrunde liegen, undybder Blatter rnit vor dieser 

Krde w^^en Berichtigungen (siehe Regel 70.16 und Abschnitt 607 der Verwaltungsnchtlinien zum 
PCT). 

Diese Anlagen umfassen insgesamt 1 Blatter. 



3. Dieser Bericht enthalt Angaben zu folgenden Punkten: 

Grundlage des Bescheids 
Prioritat 

KeineErstellung eines Gutachtens uber Neuheit, erfinderische Tatigkeit und gewerbliche Anwendbarkeit 
Mangelnde Einheitlichkeit der Erfindung 

Begrundete Feststellung nach Regel 66.2 a)ii) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatigkeit und der 
gewerbiichen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stfltzung dieser Feststellung 

Bestimmte angefuhrte Unterlagen 
Bestimmte Mangel der internationalen Anmeldung 
Bestimmte Bemerkungen zur internationalen Anmeldung 
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VIII 


□ 



Datum der Einrelchung des Antrags 
29.01 .2004 


Datum der Fertigstellung dieses Berichts 
25.10.2004 


Name und Postanschrift der mit der internationalen Prufung 
beauftragten Behorde 

Europftlsohes Patentamt 

SjN D-80298 MQnchen 
MB/ Tel. +49 89 2399 - 0 Tx: 523656 epmu d 
Fpv . no 5>aa$» - aafis 


Bevolimachtlgter Bediensteter 

Munro, B % W)) / 

Tel. +49 89 2399-8529 



Formblatt PCT4PEA/409 (Deckblatt) (Januar2004) 



INTERNATIONALER VORLAUFIGER 
PRUFUNGSBERICHT 



Internationales Aktenzeichen PCTVEP 03/081 77 



I. Grundlage des Berichts 

1. Hinsichtlich der Bestandteile der internationalen Anmeldung (Ersatzblatter, die dem Anmeldeamt auf eine 
Aufforderung nach Artikel 14 hin vorgelegt warden, gelten im Rahmen dieses Berichts als "ursprunglich 
eingereicht" und sind ihm nicht beigefugt, weii sie keine Anderungen enthalten (Regeln 70. 16 und 70.17)): 

Beschreibung, Seiten 

1-12 in der ursprunglich eingereichten Fassung 
Anspruche, Nr. 

1-6 eingegangen am 19.05.2004 mit Schreiben vom 14.05.2004 
Zeichnungen, Blatter 

1/3-3/3 in der ursprunglich eingereichten Fassung 

2. Hinsichtlich der Sprache: Alle vorstehend genannten Bestandteile standen der Behorde in der Sprache, in der 
die Internationale Anmeldung eingereicht worden ist, zur Verfugung oder wurden in dieser eingereicht, sofern 
unter diesem Punkt nichts anderes angegeben ist. 

Die Bestandteile standen der Behorde in der Sprache: zur VerfQgung bzw. wurden in dieser Sprache 
eingereicht; dabei handelt es sich um: 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen Recherche eingereicht worden ist 
(nach Regel 23.1(b)). 

□ die Veroffentlichungssprache der internationalen Anmeldung (nach Regel 48.3(b)). 

□ die Sprache der Obersetzung, die fur die Zwecke der internationalen vorlaufigen Prufung eingereicht 
worden ist (nach Regel 55.2 undybder 55.3). 

3. Hinsichtlich der in der internationalen Anmeldung offenbarten Nucleotid- und/oder Aminosauresequenz ist die 
intemationale vorlaufige Prufung auf der Grundlage des Sequenzprotokolls durchgefuhrt worden, das: 

□ in der internationalen Anmeldung in schriftlicher Form enthalten ist. 

□ zusammen mit der internationalen Anmeldung in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in schriftlicher Form eingereicht worden ist. 

□ bei der Behorde nachtraglich in computerlesbarer Form eingereicht worden ist. 

□ Die Erklarung, daB das nachtraglich eingereichte schriftliche Sequenzprotokoll nicht Qber den 
Offenbarungsgehalt der internationalen Anmeldung im Anmeldezeitpunkt hinausgeht, wurde vorgelegt. 

□ Die Erklarung, daB die in computerlesbarer Form erfassten Informationen dem schriftlichen 
Sequenzprotokoll entsprechen, wurde vorgelegt. 

4. Aufgrund der Anderungen sind folgende Unterlagen fortgefallen: 

□ Beschreibung, Seiten: 
Anspruche, Nr.: 7-12 

□ Zeichnungen, Blatt: 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER 

PRUFUNGSBERICHT Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/08 1 7 7 

5. □ Dieser Bericht ist ohne Berucksichtigung (von einigen) der Anderungen erstellt worden da diese aus den 

^e/zufQg^f^' ** Anderun 9 en ^thalten, ist unter Punkt 1 hinzuweisen; sie sind diesem Bericht 

6. Etwaige zusatzliche Bemerkungen: 

V. Begrundete Feststellung nach Artikel 35(2) hinsichtlich der Neuheit, der erfinderischen Tatial«>it und *»r 
gewerbhchen Anwendbarkeit; Unterlagen und Erklarungen zur Stutzung diesel ■ FeSSeW 

1. Feststellung 

Neuheit (N) j a: AnsprQche 2-5 

_ „ , . , Nein: AnsprQche 1 , 6 

Erfindensche Tatigkeit (IS) Ja: AnsprQche 3-5 

^ L1 . , Nein: Anspruche 1,2,6 

Gewerbhche Anwendbarkeit (JA) Ja: Anspruche: 1-6 



Nein: Anspruche: - 



2. Unterlagen und Erklarungen: 
siehe Beiblatt 
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Abschnitt V 

1 . Es wird auf die folgenden Dokumente verwiesen: 

D1 : QUICK, NATHANIEL R.: "Laser Synthesis of Conductive Phases in Silicon 
Carbide Thin Film and Bulk Substrates" PROCEEDINGS OF THE 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON LASERS, Bd. D, 1994, Seiten 696- 
702, XP001 155543 

D2: QUICK, NATHANIEL R.: "Laser synthesis of conductive phases in silicon 
carbide and aluminum nitride" NOVEL TECHNIQUES IN SYNTHESIS AND 
PROCESSING OF ADVANCED MATERIALS, PROCEEDINGS OF A 
SYMPOSIUM, 1995, Seiten 419-432, XP009018887 
D6: WO 01/16054 A (UNIV ILLINOIS) 8. Marz 2001 (2001-03-08) 
D7: WO 02/02956 A (BLEISTAHL PROD GMBH & CO KG ;DALAL KIRIT (DE); 
SPANG WALTER (DE);) 10. Januar 2002 (2002-01-10) 

2. Der Gegenstand der Anspruche 1 und 6 scheint nicht neu zu sein (Artikel 33(2) 
PCT). Die Grunde sind die folgende: 

GemaB Anspruch 1 kann das Verfahren in Anwesenheit eines Reaktionsgases , 
eines Schutzgases oder in einem Vakuum durchgefuhrt werden. 

Dokument D1 (ganzes Dokument, insbesondere "experimental procedures" und 
Abbildung 2) oder Dokument D2 (ganzes Dokument, insbesondere "experimental 
procedures" und Abbildungen 2, 3 und 7) offenbart ein Verfahren zur Herstellung 
eines Formkorpers, wobei ein Werkstoff mit SiC-Oberflache in Anwesenheit von 
Luft mittels einer Strahlungsquelle lokal erhitzt wird. Luft kann als Reaktionsgases 
angesehen werden. Daher steht D1 und D2 der Gegenstand der Anspruche 1 
und 6 neuheitschadlich entgegen. 

3. Der Gegenstand von Anspruch 2 erfullt nicht die Erfordernisse der Artikel 6 und 
33(3) PCT. Die Grunde sind die folgende: 

Anspruch 2 wird zum Teil in Form eines zu erreichendes Ergebnis definiert, 
namlich: "wobei das Reaktionsgas derart beschaffen ist, das es in dem 
vorgegebenen Temperaturbereich das Metall des Metallcarbids herauszulosen 
vermag und Kohlenstoff zurucklaBt". 
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INTERNATIONALER VORLAUFIGER Internationales Aktenzeichen PCT/EP 03/081 77 
PRUFUNGSBER1CHT - BE1BLATT 

Da Anspruch 2 nicht alle wesentliche Verfahrensmerkrnale zur Durchfuhrung def 
Erfindung beinhaltet, kann eine erfinderische Tatigkeit (Artikel 33(3) PCT) noch 
nicht anerkannt werden. 

4. Die Kombination der Anspruche 1+2 + 3 scheint die Erfordernisse der Artikel 6, 
33(2) und 33(3) PCT zu erfullen. Die Grunde sind die folgende: 

D1 und D2 offenbaren zwar ein Verfahren mit lokalen Erhitzen mittels Laser, aber 
in Anwesenheit von Luft und bei hoheren Temperatur. 

Dokument D6 (Seite 45, Zeilen 9-23) beschreibt ein Verfahren zur Umwandlung 
einer Siliziumcarbid-Oberflache in Kohlenstoff, wobei als Reaktionsgas ein mit 
einem Halogen (Chlor) versetztes Tragergas (Argon) verwendet wird. Weiter wird 
erwahnt, daB unter Verwendung von herkommlichen Atzverfahren, die Oberflache 
auch strukturiert werden konne u.a. fur selbstschmierenden Oberflachen. 

Es gibt aber keinen Hinweis D1 oder D2 mit D6 zu kombinieren. 

5. Der Gegenstand von 5 scheint ebenso die Erfordernisse der Artikel 33(2) und 
33(3) zu erfullen. Die Grunde sind die folgende: 

D1 und D2 offenbaren zwar ein Verfahren mit lokalen Erhitzen mittels Laser, aber 
in Anwesenheit von Luft und bei hoheren Temperatur. 

In D7 (Anspruche) wird ein Verfahren zur Umwandlung einer Siliziumcarbid- 
Oberflache in Kohlenstoff beschrieben, wobei der SiC-Formkorper auf eine 
Temperatur zwischen 1600 und 2200°C unter Vakuum oder unter Schutzgas 
erhitzt wird. 

Allerdings gibt es keinen Hinweis D1 oder D2 mit D7 zu kombinieren. 

Durch die Verfahren gemaB den Anspruchen 3 bzw 5 wird Oxidation des 
gebildeten Kohlenstoffs vermieden. 
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Patentansp ruche 



1 . Verf ahren zur Herstellung eines Formkorpers, dadurch ge- 
5 kennzeichnet , dass ein Werkstoff mit einer Metallcarbid- 

Oberflache in Anwesenheit eines Reaktionsgases, eines 
Schutzgases oder in einem Vakuum mittels einer Strahlungs- 
quelle in einem definierten Bereich seiner Oberflache der- 
art erhitzt wird, dass es in diesem Bereich zu einer loka- 
10 len Umwandlung des Metallcarbids in Kohlenstoff kornmt . 

. 2. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass das 
Metallcarbid mit Hilfe einer Strahlungsquelle lokal be- 
strahlt und dabei auf 600-1500°C erhitzt wird und die Me- 
15 tallcarbid-Oberf lache dabei einem Reaktionsgas ausgesetzt 

wird, wobei das Reaktionsgas derart beschaffen ist f dass es 
in dem vorgegebenen Temperaturbereich das Metall des Me- 
tallcarbids herauszulosen vermag und Kohlenstoff zuruck- 
lasst. 

20 

3. Verf ahren nach Anspruch 2, dadurch gekennzeichnet, dass als 
Reaktionsgas ein mit einem Halogen versetztes Tragergas 
verwendet wird. 

25 4. Verf ahren nach Anspruch 3, dadurch gekennzeichnet , dass als 
Halogen Chlor und als Tragergas Argon verwendet wird. 

5. Verf ahren nach Anspruch 1, dadurch gekennzeichnet, dass die 
mit einer Strahlungsquelle bestrahlte Oberflache lokal auf 
30 mehr als 1500°C und weniger als 2200°C erhitzt wird und ei- 

nem Vakuum oder Schutzgas ausgesetzt wird, wobei sich Me- 
tallcarbid ohne Beteiligung fremder Elemente in Metall und 
Kohlenstoff zersetzt . 



35 



6. Verf ahren nach einem der Anspruche 1 bis 5, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Strahlungsquelle ein Laser, eine Mikro- 
welle oder ein Elektronenstrahl verwendet wird. 



